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명 세 서

청구범위

청구항 1 

전자 어셈블리(electronic assembly)에 있어서:

기판;

상기 기판 상에 형성되고, 각자의 제 1 종단(end) 및 제 2 종단을 각각 가지는 제 1 권선(winding) 및 제 2 권

선을 포함하는 발룬 트랜스포머(balun transformer); 및

상기 기판 상에 형성되고, 상기 제 2 권선의 제 1 종단과 제 2 종단 사이에서 상기 제 2 권선에 전기적으로 접

속된 반응 회로 컴포넌트(reaction circuit component)를 포함하고, 상기 발룬 트랜스포머 및 상기 반응 회로

컴포넌트는 공동으로 기본 주파수를 가지는 고조파 억제 발룬 트랜스포머를 형성하고 상기 반응 회로 컴포넌트

는 상기 기본 주파수의 선택된 고조파에서 상기 고조파 억제 발룬 트랜스포머가 공진하도록 동조되고, 

상기  선택된  고조파  주파수는  상기  기본  주파수의  제  2  고조파이고,  상기  반응  회로  컴포넌트는  커패시터

(capacitor)를 포함하고, 상기 반응 회로 컴포넌트는 상기 제 2 권선의 중간 지점에 전기적으로 접속되고,

상기 발룬 트랜스포머의 제 2 권선은 중앙 탭을 포함하고, 상기 반응 회로 컴포넌트는 상기 중앙 탭을 통해 상

기 제 2 권선에 전기적으로 접속되는, 전자 어셈블리.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

삭제

청구항 4 

삭제

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기  발룬  트랜스포머의  제  1  권선의  제  1  종단에  전기적으로  접속된  안테나를  추가로  포함하는,  전자

어셈블리.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 2 종단에 전기적으로 접속된 접지 단자를 추가로 포함하는, 전자 어셈

블리.

청구항 7 

삭제

청구항 8 

제 6 항에 있어서,

상기 발룬 트랜스포머의 제 1 권선에 전기적으로 접속된 증폭기를 추가로 포함하는, 전자 어셈블리.

청구항 9 
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삭제

청구항 10 

삭제

청구항 11 

전자 어셈블리에 있어서:

기판;

상기 기판 상에 형성되고, 각자의 제 1 종단 및 제 2 종단을 각각 가지는 제 1 권선 및 제 2 권선을 포함하는

발룬 트랜스포머;

상기 기판 상에 형성되고, 상기 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 1 종단에 전기적으로 접속된 안테나;

상기 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 2 종단에 전기적으로 접속된, 상기 기판 상의 접지 단자;

상기 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 1 종단에 전기적으로 접속된 증폭기; 및

상기 기판 상에 형성되고, 상기 제 2 권선의 제 1 종단 및 제 2 종단 사이에서 상기 제 2 권선에 전기적으로 접

속된 반응 회로 컴포넌트를 포함하고, 상기 발룬 트랜스포머 및 상기 반응 회로 컴포넌트는 공동으로 기본 주파

수를 가지는 고조파 억제 발룬 트랜스포머를 형성하고 상기 반응 회로 컴포넌트는 상기 기본 주파수의 선택된

고조파에서 상기 고조파 억제 발룬 트랜스포머가 공진하도록 동조되는, 전자 어셈블리.

청구항 12 

삭제

청구항 13 

삭제

청구항 14 

삭제

청구항 15 

삭제

청구항 16 

삭제

청구항 17 

삭제

청구항 18 

삭제

청구항 19 

삭제

청구항 20 

삭제

발명의 설명
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기 술 분 야

본 발명은 일반적으로 전자 어셈블리(electronic assembly) 및 전자 어셈블리를 형성하기 위한 방법에 관한 것[0001]

으로서 특히, 개선된 고조파 억제를 갖는 발룬 트랜스포머(balun transformer)에 관한 것이다.

배 경 기 술

최근 수년 동안, 셀룰러 폰들과 같은 무선 통신 시스템들은 이용자에게 개선된 성능 및 처리 능력과 함께 증가[0002]

하는 특성들을 계속 제공하면서도 전반적인 디바이스들의 크기가 줄어들고 있다. 이와 같은 디바이스들에서 발

견되는 하나의 중요한 컴포넌트(component)는 "발룬"이라 칭해지는 일종의 트랜스포머이다. 일반적으로, 발룬들

은 전형적으로 안테나들에 의해 수신되고 송신되는 단일 종단형(single ended) 또는 "불평형(unbalanced)" 신호

들을 전형적으로 무선 통신 디바이스들의 프로세싱 일렉트로닉스(processing electronics)에서 발견되는 차동

또는 "평형" 신호로 변환한다.

발룬들의 설계에서의 두 중요한 파라미터들은 삽입 손실 및 공통 모드 소거(common mode rejection)인데, 왜냐[0003]

하면 이들은 트랜스포머 및 커패시터들의 선택 및 레이아웃(layout) 값들을 결정하기 때문이다. 그러므로, 발룬

들은 흔히 고조파 소거(harmonic rejection)와 같은 다른 성능 요인들과는 거의 관계없이 설계된다. 그럼에도

불구하고, 양호한 고조파 소거는 종종 전체적인 회로 성능에 매우 이롭고 중요하다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

고조파 소거 성능을 개선하기 위해서, 특정한 고조파 필터들이 흔히 발룬 회로에 추가된다. 그러나, 그와 같은[0004]

고조파 필터들은 전형적으로 시스템의 삽입 손실 뿐만 아니라, 제조 단가를 증가시키고, 발룬에 필요한 전반적

인 크기를 증가시킨다.

과제의 해결 수단

따라서, 개선된 고조파 성능을 가지면서도 종래의 고조파 필터들의 이용을 방지하는 발룬을 포함하는 전자 어셈[0005]

블리를 포함하는 것이 바람직하다. 게다가, 본 발명의 또 다른 바람직한 특성들 및 특징들은 첨부 도면들 및 앞

의 기술 분야 및 배경기술과 함께 취용된 상세한 설명 및 첨부된 청구항들로부터 명확해질 것이다.

본 발명에 따른 전자 어셈블리가 제공된다. 전자 어셈블리는 기판, 기판 상에 형성되고 각자의 제 1 및 제 2 종[0006]

단을 각각 갖는 제 1 권선 및 제 2 권선을 포함하는 발룬 트랜스포머, 및 기판 상에 형성되고 제 2 권선의 제 1

종단과 제 2 종단 사이에서 제 2 권선에 전기적으로 접속된 반응 회로 컴포넌트를 포함한다. 발룬 트랜스포머

및 반응 회로 컴포넌트는 기본 주파수를 갖는 고조파 억제 발룬 트랜스포머를 공동으로 형성하고, 반응 회로 컴

포넌트는 기본 주파수의 선택된 고조파에서 고조파 억제 발룬 트랜스포머가 공진하도록 동조될 수 있다.

본 발명은 이후에 다음의 도면들과 함께 설명될 것이고, 동일한 번호들은 동일한 요소들을 나타낸다.[0007]

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 송신기 시스템의 개략적인 블록도.[0008]

도 2는 도 1의 송신 시스템 내의 트랜스포머 회로의 개략도.

도 3은 기판 및 기판 위에 형성된 도 2의 트랜스포머 회로의 평면도.

도 4는 집적 수동 디바이스(integrated passive device; IPD)의 단면 측면도.

도 5는 도 4의 IPD가 이용될 수 있는 전력 증폭기(power amplifier; PA) 모듈(module)의 개략도.

도 6은 동작 주파수를 도 2와 유사한 본 발명의 일 실시예의 삽입 손실과 비교한 그래프.

도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 트랜스포머 회로의 개략도.

도 8은 동작 주파수를 도 7과 유사한 본 발명의 일 실시예의 삽입 손실과 비교한 그래프.

도 9는 동작 주파수를 도 7과 유사한 본 발명의 일 실시예의 공통 모드 소거비와 비교한 그래프.
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발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이후의 상세한 설명은 사실상 예시적인 것으로 본 발명 또는 본 발명의 애플리케이션(application) 및 이용들을[0009]

제한하려는 것은 아니다. 게다가, 앞서 기술 분야, 배경기술, 요약 또는 다음의 상세한 설명에서 제공된 임의의

표현 또는 수반된 이론에 의해 제약받지 않는다. 도 1 내지 도 9는 단지 설명적이고 비율대로 도시되지 않을 것

임이 또한 이해되어야 한다.

도 1 내지 도 9는 전자 어셈블리를 도시한다. 전자 어셈블리는 기판, 기판 상에 형성되고 각자의 제 1 및 제 2[0010]

종단들을 각각 가지는 제 1 권선 및 제 2 권선을 포함하는 발룬 트랜스포머, 및 기판 상에 형성되고 제 2 권선

의 제 1 종단과 제 2 종단 사이에서 제 2 권선에 전기적으로 접속된 반응 회로 컴포넌트를 포함한다.

하나의 실시예에서, 발룬 트랜스포머의 제 2 권선의 중간 지점은 회로로 하여금 발룬의 기본 주파수의 제 2 고[0011]

조파로 공진하도록 하는 리액티브(reactive) 컴포넌트들(예를 들면, 인덕터, 커패시터, 또는 이들의 결합체)을

통해 접지에 접속된다. 추가된 리액티브 컴포넌트들의 값들은 기존 발룬과 결합될 때, 출력 신호에서 제 2 고조

파 주파수에서의 공진, 그러므로 노치(notch)를 발생시키는 그러한 값이다. 이와 같으므로, 제 2 고조파 억제가

현저하게 개선된다.

도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 송신기 시스템(20)을 도시한다. 시스템(20)은 송신기 일렉트로닉스들[0012]

(또는 송신기)(22), 트랜스포머 회로(24), 전력 증폭기(26), 및 안테나(28)를 포함한다. 하나의 실시예에서, 송

신기(22)는 일반적으로 이해되는 바와 같이, 반도체 기판 상에 형성되는 집적 회로의 형태이고 더 자세하게 논

의되는 바와 같이, 제 1 및 제 2 포트(port)들(즉, 입력 및/또는 출력부들)(30 및 32)을 포함한다. 도 1에 도시

되는 바와 같이, 트랜스포머 회로(24)는 제 1 및 제 2 "불평형"(또는 단일 종단형) 포트들(34 및 36) 및 제 1

및 제 2 "평형"(또는 차동) 포트들(38 및 40)을 포함한다. 안테나(28)는 전력 증폭기(26)를 통해 트랜스포머 회

로의 제 1 불균형 포트(34)에 접속되고, 트랜스포머 회로(24)의 제 2 불균형 포트(36)는 접지(또는 기준 전압)

에 접속된다. 트랜스포머 회로(24)의 제 1 및 제 2 불평형 포트들(38 및 40)은 송신기(22)의 제 1 및 제 2 포트

들(30 및 32)에 각각 접속된다.

도 2 및 도 3은 트랜스포머 회로(24)를 더 상세하게 도시된다. 도 2를 참조하면, 트랜스포머 회로는 발룬(42),[0013]

제  1  및  제  2  동조  커패시터(tuning  capacitor)들(44  및  46),  및  반응(또는  공진)  회로(48)를  추가로

포함한다. 발룬(42)은 트랜스포머 회로(24)의 각각의 제 1 측 및 제 2 측(54 및 56)에 제 1 및 제 2 권선들(또

는 코일들)(50 및 52)을 포함한다. 당업자가 인식하는 바와 같이, 트랜스포머 회로(24)(또는 발룬(42))의 제 1

측(54)은 "불평형"인데 반해, 제 2 측(56)은 "평형"이다. 제 1 동조 커패시터(44)는 제 1 권선(50)의 대향 종단

들(구체적으로 도시되지 않음)에 걸치고 제 1 및 제 2 불평형 포트들(34 및 36) 사이에서 접속되고, 제 2 동조

커패시터(46)는  제  2  권선(52)의  대향  종단들에  걸치고  제  1  및  제  2  평형  포트들(38  및  40)  사이에서

접속된다.

반응 회로(48)는 발룬(42)의 제 2 권선(52) 및 기준 단자(또는 기준 전압)(62) 사이에서 직렬로 접속되는 공진[0014]

커패시터(58) 및 공진 인덕터(60)(즉, 두 반응 회로 컴포넌트들)를 포함한다. 반응 회로(48)는 제 2 권선의 종

단들 사이에서  제  2  권선(52)에  접속되고,  특히,  제  2  권선(52)의  중간 지점(예를 들면,  중앙 탭(center-

tap))(64)에 접속된다. 공진 커패시터(58) 및 공진 인덕터(60)는 선택적으로 선택되어, 아래에서 더욱 상세하게

기술되는 바와 같이, 발룬(42), 공조 커패시터들(44 및 46) 및 반응 회로(48)는 공동으로 고조파 억제 발룬 트

랜스포머를 형성한다. 고조파 억제 발룬 트랜스포머는 예를 들면, 2.450 기가헤르츠(GHz)의 기본 주파수를 갖는

다.

도 3에 도시된 바와 같이, 트랜스포머 회로(24)는 주로 실리콘(Si), 게르마늄(Ge), 갈륨 비소(GsAs), 또는 이들[0015]

의 결합으로 제조되는 반도체 기판과 같은, 기판(66) 상에 형성된다. 기판(66)은 예를 들면, 약 150, 200, 또는

300 밀리미터(mm)의 지름을 가지고 다수의 다이(die) 즉, "다이스(dice)"로 분리되는 반도체 웨이퍼일 수 있다.

기판(66)은  칩  상에  회로(24)를  형성하기  위해  상보적  금속  산화  반도체(complimentary  metal-oxide

semiconductor; CMOS), 집적 수동 디바이스 프로세스, 또는 다른 반도체 프로세스와 함께 이용된다. 기판(66)은

하나 이상의 층들에서 회로 트랜스포머 회로(24)를 형성하기 위해 식각, 증착, 또는 다른 기술들이 이용되는 회

로 평면을 규정한다.

제 1 및 제 2 권선들(50 및 52)은 예를 들면, 알루미늄(Al), 구리(Cu), 금(Au) 또는 이들의 임의의 실제 결합체[0016]

(예를  들면,  AlCu)로  제조되는  도전성 트레이스(conductive  trace)들이고 예를 들면,  열  또는 전자선 증발

(eletron beam evaporation), 물리적 기상 증착(physical vapor deposition; PVD), CVD, 원자층 증착(atomic
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layer deposition; ALD), 또는 전기도금을 이용하여 형성된다. 동조 커패시터들(44 및 46) 뿐만 아니라 공진 커

패시터(58)(도  2)는  통상적으로  이해되는  금속  절연체  금속(metal-insulator-metal;  MIM)  커패시터들일  수

있고, 절연 물체(예를 들면, 질화 규소로 제조되는)의 맞은편 측들에 두 도전성 평면들을 포함한다.

도 4는 기판(66)의 확대도이다.  도시된 바와 같이, 박막(thin  film;  TF)  저항(들)(68),  인덕터(들)(70),  및[0017]

MIM 커패시터(들)(72)과 같은 다양한 전자 컴포넌트들이 기판(66)에 형성될 수 있다. 당업자에 의해 인식될 것

이지만, TF 저항(68) 및 인덕터(70)는 도 1 내지 도 3에 도시된 트랜스포머 회로(24)를 형성하는데 이용되는 이

전과 동일한 단계들 동안 적어도 부분적으로 형성될 수 있다. 구체적으로 도시되지 않을지라도, 기판(66)에 형

성되는 다수의 컴포넌트들은 접속될 수 있어서 고조파 필터들, 커플러들, 스위치들 및 추가 트랜스포머들이 다

수의 컴포넌트들로부터 형성된다. 도 3에 도시되고 도 2의 트랜스포머 회로(24)와 접속되는 전자 컴포넌트들은

마이크로일렉트로닉스,  또는 일렉트로닉스,  어셈블리,  또는 집적 수동 디바이스(IPD)(74)를 형성할 수 있다.

IPD(74)는 기판(66) 상에 다른 어떠한 일렉트로닉스들도 형성되지 않은 이산 컴포넌트일 수 있다. 대안적으로,

송신기(22)는 IPD(74)를 구비한 기판(66) 상에 형성될 수 있다.

접촉 구성물(예를 들면, 땜납 볼(solder ball)들) 및 전기 컴포넌트들과 접속 구성물들을 상호 접속시키는 전도[0018]

체(예를 들면, 와이어 본드(wire bond)들)의 형성을 포함할 수 있는 최종 프로세싱 단계들 이후에, 기판(66)은

개별  마이크로일렉트로닉  다이스(또는  IPD들  또는  반도체  칩들)로  소잉(sawing)될  수  있고,  이들은  패키징

(packaging)되어 다양한 일렉트로닉 또는 컴퓨팅 시스템들에 설치된다. 도 5는 IPD(74)가 이용될 수 있는 예시

적인 전력 증폭기(PA) 모듈(76)을 개략적으로 도시한다. 도시된 실시예에서, PA 모듈(76)은 전력 증폭기(또는

전력 집적 회로)(78), 커플링 해제 회로들(80), 정합/동조 회로들(82), 고조파 필터들(84), 디플렉서(deplexe

r)들(86), 및 제어 회로들(88)을 포함한다.

자세하게 도시되지 않을지라도, 전력 증폭기는 통상적으로 이해되는 바와 같이, "스마트(smart)" 전력 집적 회[0019]

로일  수  있고,  전력을  관리하도록  구성되는  전력  회로  컴포넌트  및  전력  회로의  동작을  제어하거나,

조정하거나, 모니터링(monitoring)하거나, 작용하거나, 반응하도록 구성되는 적어도 하나의 추가 컴포넌트를 포

함할 수 있다. 실제로, 전력 회로 컴포넌트는 전력 트랜지스터들을 포함할 수 있고, 적어도 하나의 추가 컴포넌

트는 제한 없이: 센서(예를 들면, 환경 상태 센서, 전자기 센서, 전기 기계 센서, 전기 속성 센서, 트랜스듀서

(transducer) 등); 전력 제어 컴포넌트; 아날로그 컴포넌트; 디지털 논리 컴포넌트; 또는 이의 임의의 조합을

포함할 수 있다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 동작 중에, 차동 또는 "평형" 신호는 송신기 일렉트로닉스(22)에 의해 생성되고 제 1[0020]

및 제 2 평형 포트들(38 및 40)을 통해 회로(24)에 송신된다. 차동 신호가 회로(24)의 평형 측(56), 특히 발룬

(42)의 제 2 권선(52)을 통과할 때, 유도성 커플링이 발룬(42)의 제 1 및 제 2 권선들(50 및 52) 사이에서 발생

하여, 흔히 이해되는 바와 같이, 신호가 회로(24)의 불평형 측(54)에서 단일 종단형 또는 "불평형" 신호로 전환

되도록 한다. 단일 종단형 신호는 트랜스포머 회로(24)의 제 1 불평형 포트(34)를 통하여 송신되고 안테나(28)

에 송신되기 전에 증폭기(26)에 의해 증폭된다.

도 6은 반응 회로 내에 하나의 커패시터 및 하나의 인덕터를 갖는 하나의 실험적인 실시예의 삽입 손실(IL)을[0021]

그래프로 도시한다. 도시된 바와 같이, 트랜스포머 회로(또는 고조파 억제 발룬 트랜스포머)는 피크(90)에 표시

된 것처럼, 2.450 GHz의 기본 주파수에서 동작하였고, 기본 주파수 4.900 GHz의 제 2 고조파에서 삽입 손실에

의한  노치(notch)(92)를  겪었다.  삽입  손실은  기본  주파수에서  -0.537  데시벨(dB)이었고  제  2  고조파에서

-19.441 dB였다.

도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 트랜스포머 회로(94)를 도시한다. 트랜스포머 회로(94)는 도 2에 도시[0022]

된 트랜스포머 회로(24)의 컴포넌트들과 유사한 많은 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 그러나, 도 7에 도시된 트

랜스포머 회로(94) 내의 반응 회로(96)는 공진 커패시터(98) 및 두 개의 공진 인덕터들(100)을 포함한다. 도 8

은 도 7에 도시된 실시예와 유사한 실험적인 실시예의 삽입 손실을 그래프로 도시한다. 도 6의 실시예와 유사하

게, 도 7의 트랜스포머 회로는 피크(102)에서 표시되는 바와 같이, 2.450 GHz의 기본 주파수에서 동작하였고,

기본 주파수, 4.900 GHz의 제 2 고조파에서 노치(104)를 겪었다. 삽입 손실은 기본 주파수에서 -0.585 데시벨

(dB)이었고 제 2 고조파에서 -18.447 dB였다. 제 2 노치(106)(즉, 제 2 인덕터에 의해 발생하는)는 약 3.100

GHz에서 겪었으나 기본 주파수에서 회로의 동작에 영향을 주지 않았음이 주목되어야 한다. 도 9는 도 7 및 도 8

의 트랜스포머 회로용 공통 모드 소거비(common mode rejection ratio; CMRR)를 도시한다. 피크(108)에 도시되

는  바와  같이,  트랜스포머  회로용  CMRR은  27.754  dB였고  따라서  반응  회로에  의해서  역으로  영향을  주지

않았다.
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상술한 전자 어셈블리의 하나의 장점은 반응 회로 내의 리액티브(reactive) 컴포넌트들은 발룬 트랜스포머가 자[0023]

체의 기본 주파수의 제 2 고조파(또는 다른 선택된 고조파)에서 공진하도록 하는 점이다. 결과적으로, 제 2 고

조파 거절 성능 뿐만 아니라, 디바이스의 전반적인 성능이 현저하게 개선된다. 다른 장점은 반응 회로의 리액티

브 컴포넌트들이 종래의 반도체 프로세싱 단계들을 이용하여 형성될 수 있으므로 디바이스의 다른 컴포넌트들과

통합될 수 있다는 점이다. 그러므로, 디바이스의 전반적인 크기 및 제조 비용들의 영향이 최소화된다.

반응 회로는 또한, 송신기가 수신기 또는 송수신기로 대체되는 것을 제외하고는, 수신기 뿐만 아니라, 도 1에[0024]

도시된 송신기 시스템과 유사할 수 있는 송수신기, 시스템들과 함께 이용될 수 있음이 이해되어야 한다. 수신기

를 이용하는 실시예에서, 단일 종단형 또는 "불평형" 신호는 안테나에 의해 수신되고 트랜스포머 회로의 불평형

포트를 통과하기 전에 증폭기에 의해 증폭된다. 단일 종단형 신호가 회로의 불평형 측을 통과할 때, 당업계에서

흔히 이해되는 바와 같이, 발룬의 제 1 및 제 2 권선들 사이에 유도성 커플링이 발생하여, 신호가 회로의 평형

측에서 차동 또는 "평형" 신호로 전환되도록 한다. 차동 신호는 트랜스포머의 균형 포트를 통해 송신기로 전송

된다.

다른 실시예들은 선택된 전기 값들을 갖는 반응 회로 내에 리액티브 컴포넌트를 포함할 수 있어서 제 3 또는 제[0025]

4 고조파와 같은 제 2 고조파 외의 고조파들에서 고조파 억제가 발생하도록 한다. 반응 회로는 단일 커패시터

또는 인덕터만으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 단일 인덕터는 길이가 충분한 와이어 본드의 형태를 취하여 원

하는 전기적 효과를 위한 적절한 인덕턴스를 가질 수 있다. 인식되는 바와 같이, 다른 제조 프로세스들이 이용

되어 상술한 다양한 컴포넌트들을 형성할 수 있다. 상술한 바와 같이, 트랜지스터들 또는 다른 집적 회로 컴포

넌트들과 같은 능동 전기 컴포넌트들은 수동 전자 컴포넌트들과 함께 실리콘 기판 상에 형성될 수 있다.

전자 어셈블리가 제공된다. 전자 어셈블리는 기판, 기판 상에 형성되고 각자의 제 1 및 제 2 종단들을 각각 가[0026]

지는 제 1 권선 및 제 2 권선을 포함하는 발룬 트랜스포머, 및 기판 상에 형성되고 제 2 권선의 제 1 및 제 2

종단들 사이에서 제 2 권선과 전기적으로 접속된 반응 회로 컴포넌트를 포함한다. 발룬 트랜스포머 및 반응 회

로 컴포넌트는 기본 주파수를 갖는 고조파 억제 발룬 트랜스포머를 공동으로 형성할 수 있다. 반응 회로 컴포넌

트는 고조파 억제 발룬 트랜스포머가 기본 주파수의 선택된 고조파에서 공진하도록 동조될 수 있다.

선택된 고조파 주파수는 기본 주파수의 제 2 고조파일 수 있다. 반응 회로 컴포넌트는 커패시터일 수 있다. 반[0027]

응 회로 컴포넌트는 제 2 권선의 중간 지점에 전기적으로 접속될 수 있다.

전자 어셈블리는 또한 발룬 트랜스포머의 제 1  권선의 제 1  종단에 전기적으로 접속된 안테나를 포함할 수[0028]

있다. 전자 어셈블리는 또한 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 2 종단에 전기적으로 접속된 접지 단자를 포함

할 수 있다.

발룬 트랜스포머의 제 2 권선은 중앙 탭을 포함할 수 있고 반응 회로 컴포넌트는 중앙 탭을 통해 제 2 권선에[0029]

전기적으로 접속된다. 전자 어셈블리는 또한 발룬 트랜스포머의 제 1 권선에 전기적으로 접속된 증폭기를 포함

할 수 있다. 공진 회로 컴포넌트는 또한 인덕터를 포함할 수 있다. 기판은 실리콘, 게르마늄, 갈륨 비소, 또는

이들의 조합을 포함할 수 있다.

전자 어셈블리가 제공된다. 전자 어셈블리는 기판, 기판 상에 형성되고 각자의 제 1 및 제 2 종단들을 각각 갖[0030]

는 제 1 권선 및 제 2 권선을 포함하는 발룬 트랜스포머, 기판 상에 형성되고 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의

제 1 종단에 전기적으로 접속된 안테나, 기판 상에서 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 2 종단에 전기적으로

접속된 접지 단자, 발룬 트랜스포머의 제 1 권선의 제 1 종단에 전기적으로 접속된 증폭기, 및 기판 상에 형성

되고 제 2 권선의 제 1 및 제 2 종단들 사이에서 제 2 종단과 전기적으로 접속된 반응 회로 컴포넌트를 포함한

다. 발룬 트랜스포머 및 반응 회로 컴포넌트는 공동으로 기본 주파수를 가지는 고조파 억제 발룬 트랜스포머를

형성한다. 반응 회로 컴포넌트는 기본 주파수의 선택된 고조파에서 고조파 억제 발룬 트랜스포머가 공진하도록

동조된다.

반응 회로 컴포넌트는 커패시터를 포함할 수 있다. 선택된 고조파는 기본 주파수의 제 2 고조파일 수 있다.[0031]

전자 어셈블리는 또한 기판 상에서 발룬 트랜스포머의 제 2 권선의 제 1 및 제 2 종단들에 전기적으로 접속된[0032]

송신기를 포함할 수 있다. 발룬 트랜스포머의 제 2 권선은 중앙 탭을 포함할 수 있고 반응 회로 컴포넌트는 중

앙 탭을 통해 제 2 권선에 전기적으로 접속된다. 전자 어셈블리는 또한 반응 회로 컴포넌트에 전기적으로 접속

된 제 2 접지 단자를 포함할 수 있다.

전자 어셈블리를 형성하기 위한 방법이 제공된다. 제 1 권선은 기판 상에 형성된다. 제 1 권선은 제 1 및 제 2[0033]
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종단들을 갖는다. 제 2 권선은 기판 상에 형성된다. 제 2 권선은 제 1 및 제 2 종단들을 갖는다. 제 1 및 제 2

권선들은 공동으로 발룬 트랜스포머를 형성한다. 반응 회로 컴포넌트는 기판 상에 형성된다. 반응 회로 컴포넌

트는 제 2 권선의 제 1 및 제 2 종단들 사이에서 제 2 권선에 전기적으로 접속된다. 반응 회로 컴포넌트는 발룬

트랜스포머 및 반응 회로 컴포넌트가 공동으로 기본 주파수를 가지는 고조파 억제 발룬 트랜스포머를 형성하고

주파수의 선택된 고조파에서 공진하도록 동조된다.

반응 회로 컴포넌트는 커패시터를 포함할 수 있다. 선택된 고조파 주파수는 기본 주파수의 제 2 고조파일 수 있[0034]

다. 방법은 또한 기판 상에 안테나를 형성하는 단게를 포함한다. 안테나는 제 1 권선의 제 1 종단에 전기적으로

접속될 수 있다. 제 2 권선은 중앙 탭을 포함할 수 있고 반응 회로 컴포넌트는 중앙 탭을 통해 제 2 권선에 전

기적으로 접속될 수 있다.

적어도 하나의 예시적인 실시예가 본 발명의 상기 자세한 설명에 제공되었을지라도, 매우 많은 변형들이 존재함[0035]

이 인식되어야만 한다. 또한 예시적인 실시예 또는 예시적인 실시예들은 단지 예들이고 어떤 식으로도 본 발명

의 범위, 적용성, 또는 구성을 제한하려고 의도되지 않음이 인식되어야만 한다. 오히려, 상기 자세한 설명은 본

발명의 당업자들에게 일 예시적인 실시예를 구현하기 위한 종래의 로드맵(road map)을 제공하므로, 첨부된 청구

항들 및 이들의 법적 등가물에서 설명된 본 발명의 범위를 벗어나지 않고도, 일 예시적인 실시예에서 기술되는

기능 및 요소들의 배열로 다양한 변화들이 행해질 수 있음이 이해된다.

부호의 설명

20: 송신기 시스템 22: 송신기[0036]

24, 94: 트랜스포머 회로 26: 전력 증폭기

28: 안테나

34, 36: 제 1 및 제 2 불평형 포트

38, 40: 제 1 및 제 2 평형 포트 42: 발룬

44, 46: 제 1 및 제 2 동조 커패시터 48, 96: 반응 회로

50, 52: 제 1 및 제 2 권선 58, 98: 공진 커패시터

60, 100: 공진 인덕터 62: 기준 단자

64: 중앙 탭 66: 기판

68: 박막 저항 70: 인덕터

72: MIM 커패시터 74: 집적 수동 디바이스

76: 전력 증폭기 모듈 78: 전력 증폭기

80: 커플링 해제 회로들 82: 정합/동조 회로들

84: 고조파 필터들 86: 디플렉서들

88: 제어 회로들
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도면

도면1

도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6

도면7

도면8
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도면9
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